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Patentanspriiche:
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1.

Quaderférmige Chipleitbriicke zum Verbinden zweier AnschluBfidchen (71) einer Leiterplatte (7),
bestehend aus einem elektrisch isolierenden quaderférmigen Trégerkorper (1) mit einer
Oberseite (12), einer Unterseite (13) und zwei Stirnseiten (11), die von einer Weichlotschicht (6)
bedeckt sind, die bis auf die Oberssite (12) und die Unterseite (13) herumreicht, dadurch
gekennzeichnet, daR die Oberseite (12) von einer chemisch veduktiv erzeugten und 0,8-4 pm
dicken Haftleitschicht (2) aus einer Nickel-Phosphor- oder Nickel-Bor-Legierung bedeckt ist, deren
Legisrungsgehalt 6-12% Phosphor oder 4-6% Bor betrégt, daB die Haftleitschicht (2) partiell von
einer Weichlotlegierungsschicht (3) bedeckt ist, daR die Weichlotlegierungsschicht (3) partieli von
einer slektrisch isolierenden Schicht (4) bedeckt ist, da} der nicht von der elektrisch isolierenden
Schicht (4) bedeckte Bereich der Oberseite {32) der Weichlotlegierungsschicht (3), deren zu
metallisierender Bereich (33) der Lingsschmalseite {34) und deren Stirnseiten {31), der nicht von
der Weichlotlegierungsschicht (3) bedeckte Bereich der Oberseite (22) der Haftleitschicht (2),
deren zu metallisierender Bereich (23) der Léngsschmalseite (24) und deren Stirnseiten (21 ), die
nicht von der Haftleitschicht {2) metallisierten Bereiche (14) der Oberseite (12) des

Tragerkérpers (1), die Stirnseiten (11) des Trégerkdrpers (1) und ein Teil, dessen Unterseite (13),
der die Breite B aufweist, die 7-20% der Lange Cdes Tragerkorpers (1) betrégt, von einer 0,8—4pm
dicken chemisch reduktiv erzeugten Haftschicht (5) aus einer Nickel-Phosphor- oder Nickel-Bor-
Legierung mit einem Legierungsgehalt von 6-12% Phosphor bzw. 4-6% Bor bedeckt ist, die
zwischen der Weichlotschicht (6) und der Haftleitschicht (2) bzw. Weichlotlegierungsschicht (3) als
Sperrschicht (51) wirksam ist und daB das Verhiltnis der Dicke (D,) der
Weichlotlegierungsschicht (3) zur Dicke (D) der Haftleitschicht (2) mindestens 5 betrégt.
Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die
Solidustemperatur der Weichlotlegierungsschicht {3) gleich oder.gréBer ist als die der
Waichlotschicht (6).

. Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die

Weichlotlegierungsschicht (3) aus einer Legierung besteht, deren Hauptbestandteile Zinn und Blei
sind.

Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die
Waeichlotlegierungsschicht (3) Silber enthilt,

. Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die

Haftleitschicht (2) und die Haftschicht (5) den gleichen Legierungsanteil aufweisen.
Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, dadurch gakennzeichnet, da die
Waichlotlegierungsschicht (3) von der Haftleitschicht (2) so iiberlappt wird, daR nur die beiden
einander gegeniibsrliegenden Stirnssiten (21) und dar zu metallisierende Bereich der
Ldngsschmalseite (23) der Haftleitschicht (2) mit der Sperrschicht (51) direkten Kontakt hat,
Quaderformige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, daclurch gekennzeichnet, daR der
Tragerkdrper (1) ein Mehrfachtragerkorper ist, der vorgegebene Sollbruchstellen aufweist und
nach dem Aufbringen der funktionellen Schichten in einzelne quaderférmige Chipleitbriicken
separiert werden kann.

Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB3 der
Trégerkérper (1) aus Aluminiumoxidkeramik 92-96%iger Reinheit besteht, die eine Rautiefe von
2-5um aufweist.

Quaderférmige Chipleitbriicke nach Anspruch 1 und 8, dadurch gekennzeichnet, daf der
Ausdshnungskoeffizient der Leiterplatte (7) (4-25) - 105/°C betragt,

Qu «derformige Chipleitbriicke nach Anspruch 1,8 und 9, dadurch gekennzeichnet, daR die
Breite B des metallisierten Bereiches der Unterseite {13) 7-20% der Linge C des Trégerkorpers
betragt.

Quaderformige Chipleitbriicke nach Anspruch 1, 8,9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daR die
Lange E der metallisierten Bereiche mindestens 80 % der Breite F des Trigerkdrpers betragt.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen
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Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Elektrotechnik/Elektronik.

Bel der Herstellung slektronischer Baugruppen ist es notwendig, Verbindungen zu AnschluBpunkten einer Leiterplatte, die durch
Leiterbahnen nicht direkt verbindbar sind, durch Leiterbriicken zu bilden. Durch die zunehmends Integration von Bauelementen
auf Leiterplatten, insbesondere seit dem verstéirkten Einsatz von aufsetzbaren Bauslementen (SMDs), hat sich die Komplexitat
der Leiterziige bedeutend erh&ht. Dies fihrt zu elnem verstirkten Einsatz von Leiterbriicken, besonders von Chipleiterbriicken.
Dis Erfindung beuieht sich auf den Aufbau einer quaderférmigen Chipleitbriicke, die besonders fiir den Einsatz in qualitativ
hochwertigen Erzeugnissen vorgesehen ist.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Die Einfiihrung der Aufsetzmontage (SMD-Technologie) in die Fertigung elekironischer Baugruppen stellt eine Alternative zur
monolithischen Integration dar, Um die Vorteile der Aufsetzmontage voll auszuschépfen, ist man bestrebt, mdglichst alle
Bauelemente einer Leiterplatte, zumindest siner Leiterbahnseite, als SMDs aufzubringen und Mischbestiickungen 2u vermeiden.
Aus diesem Grunde ist auch die Verfiigbarkeit geeigneter Chipleiterbriicken notwendig.

Aus der OS DD 250002 ist eine quaderfdrrige Chipleiterbriicke mit einer speziell gestalteten metallischen Struktur auf
vorgekerbtem keramischem Streifanmaterial bekannt, die fiir chemisch-reduktive und sich anschlieende galvanische
Verfahrenstechniken gesignet sein soll. Die Angabe der AusmaBe der metallisierten Bereiche ist unabhéngig von der GréRe des
Chipstreifens und nur fiir Chipleiterbriicken mittlerer GréRe geeignat. Insbesondere bei Verwendung standardisierter groRer
Substrate {2.B. 105X65mm?) ist der Abstand von 0,2mm des Strukturrandes zur Kerblinie 2u klein, da herstellungsbedingte
Toleranzen der Kerbrasters sowie Toleranzen beim Aufbringan der Maskierungsschicht (iblicherweise durch Siebdruck) zu einer
unbeabsichtigten Metallisierung der Kerben fithren kénnen. Die GréRe der Riickseitenmetallisierung ist fiir mittlere und groBBe
Chipleiterbriicken nicht ausreichend, da dis Riickseitenmetallisierung der aufgeléteten Chipleiterbriicke Scherkriften
unterworfen ist, die auf die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Leiterplattenmaterials und der
Chipleiterbriicke zuriickzufiihren ist. Sie wiirde bei der Standardbauform 1206 (3,2 x 1,6mm?) nur 5% der gesamten
Ruckseitenfliiche ausmachen. Dies ist insbesondere fiir Reflowl6tungen nicht ausreichend.

Weiterhin kdnnen Haupt- oder Fremdstoffe aus der galvanisch aufgebrachten Schicht {2.8, Cu, Cd) ungehindsert in die Lotstelle
zwischen Bauelement und AnschluBpunkt der Leiterplatte gelangen und deren Eigenschaften {Schwingungsfestigkeit, Neigung
2ur Létrissigkeit u. a.) negativ beeinflussen,

Bekannt ist auch die Verwendung glasfrittehaltiger Leitpasten auf Edelmetallbasis als funktionelle Schicht auf
Al,0y-Keramiktragermaterial. Zumeist werden Silberpasten mit Palladiumzusatz verwendet, um eine hohere Ablegierfestigkeit
zu erreichen. Bedingt durch die Struktur der Leitpasten ist deren Leitfahigkeit geringer als die reiner Metalle. Um eine
ausreichende Leitfahigkeit der Chipleiterbriicke zu gewdhrleisten, reichen die Giblichen Schichtdicken von 10-16um nicht aus,
und es miissen durch zusiitzlichen Aufwand (z. B. Doppel- oder Mehrfachdruck) héhere Schichtdicken realisiert werden.

Zjel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine qualitativ hachwertige quaderférmige Chipleitbriicke zu gestalten, die fir die

Aufsetzmontage (SMT) geeignet ist. Sie soll die Voraussetzungen fiir aine kostengiinstige und procuktive Herstellung bieten.
Dies soll unter anderem durch den Einsatz edelmetallfreier bzw. -armer Werkstoffe erreicht werden, Durch geeigneten Aufbau
und Auswahl spezieller Schichtmaterialian sollen eine hohe Funktionssicherheit der Chipleitbriicke und eine hohe Ausbeute im
Herstellungsproze® erméglicht werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfind:ng ist die Gestaltung einer quaderférmigen Chipleitbriicke mit weichlétbaren Anschlitssen auf den
Stirnseiten und den angrenzenden Bereichen sines elektrisch isolierenden Trigerkérpers, Die mechanischen und efektrischen
Eigenschaften der Létstelle zwischen den Anschliissen der Chiplsithriicke und den AnschluBpunkten der Leiterplatte sollen eine
hohe Konstanz aufweisen. Der Aufbau der Chipleitbriicke soll ermbglichen, daR eine hohe Kontaktsicherheit der elektrischen
Verbindung mit den Anschliissen der Chipleitbriicke erreicht werden kann und sine gute eitfdhigkeit gegeban ist. Es sollen
edelmetallfreie bzw. -arme Materialien eingesetzt werden. Insbesondere sollen die Ausvvitkungen schwer zu kontrollierender
Umgebungseinfliisse (z.B. bei der Lagerung der Bauelemente) im HerstellungsprozeB auf die Funktion, Ausbeute und Qualitat
der Chipleitbriicke reduziert werden.

ErfindungsgemiB wird die Aufgabe geldst, indem der quaderférmige Trégerkdrper auf Ober-, Unter- und Stirnseiten Schichten
mit unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaiten aufweist, die so gestaltet sind, daB die angestrebten
Eigenschaften der quaderfrmigen Chipleitbriicke erreichbar sind. Sie dient zum Verbinden zweier AnschluBfiichen einer
Leiterplatte. Auf der Obersaite (1. Hauptfidche) des quaderférmigen Trégerkdrpers befindet sich eine chemisch-reduktiv erzeugte
Haftleitschicht aus einer Nickel-Phosphor- oder Nickel-Bor-Legierung, die eine ausreichende Haftfestigkeit der gasamten
Schichtsysteme auf der Oberseite des Trégerkorpers sichert. Diese Haftleitschicht wird partiell von einer
Weichlotlegierungsschicht bedeckt, deren Hauptbestandteile Zinn und Blei sind. Die Waeichlotlegierungsschicht wiederum wird
partiell von einer elektrisch isolierenden Schicht bedeckt.

Ein Paar einander gegeniiberliegender Stirnseiten des Tragerkorpers wird von zwei elektrisch leitenden Schichten bedeckt, die
bis auf die Oberseite {1.Hauptfiiche) und Unterseite (2. Hauptfliche) des Tragerkdrpers herumreichen. Die eine dieser elektrisch
leitenden Schichten besteht aus einer chemisch-reduktiv erzeugten Haftschicht aus einer Nickel-Phosphor- oder Nickel-Bor-
Legierung und sichert die Haftung des Schichtsystems auf den Stirnseiten und auf einem Teil der Ober- und Unterseite des
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Trégerkérpers. Sie bedeckt weiterhin die nicht von der elektrisch isolierenden Schicht belegte Oberseite der
Weichlotlegierungsschicht sowie deren zwei gegeniiberliegenden Stirnseiten und die nicht von der Weichlotlegierungsschicht
belegte Oberseite der Haftleitschicht sowie deren zwei gegeniiberliegenden Stirnseiten. Die Haftschicht wird von einer
Waeichlotschicht bedeckt, die zur Kontaktierung mit den AnschluBflichen der Leiterplatte dient. Die Haftschicht und die
Waeichlotschichtreichen vorteilhafterweise in einer Breite B von 7-20% der Lénge C des Tragerkdrpers um die Stirnseiten auf die’
Unterseite des Trégerkorpers herumn, Bei der Realisierung der Lénge E der Unterseitenmetallisierung von mindestens 80% der
Breite F des Trdgerkérpers und bei Verwendung von Aluminiumoxyidkeramik mit 92-96%iger Reinheit und einer
Oberflachenrauhigkeit von 2-5um ist die Verwendung von Leiterplattenmaterial mit Ausdehnungskoeffizienten von

{4-25) - 10-%C vorteilhaft. Hierdurch ist es méglich, die zwischen Unterseitenmetallisierung des Trégerkorpers und der
Leiterplatte auftretenden Scherkréfte relativ klein zu halten und ein Ablésen der Untereaitenmetallisierung, das zum teilweisen
ader volistandigen Ausfall des Bauelementes fiihren kann, zu vermeiden. Eine in diesem Zusammenhang stehende
VergréRerung der Breite B der Unterseitenmetallisierung ist nicht zweckmiBig, da die Lénge des nichtmetallisierten Bereiches
der Unterseite mdglich groR sein soll, um maglichst viele, die Chipleitbriicke kreuzende Leiterbahnen unter der Unterseite
hindurchfithren zu kénnen bzw. die Breite der Leiterbahnen aus Sicherheitsgriinden gréRer als die Minimalbreite wahlen zu
kdnnen.

Die Krifte, die notwendig sind, um die Haftschicht vom Trégerkdrper zu ldsen, sind auBer den Eigenschaften des Trégerkorpers
auch von der Zusammensetzung und der Dicke der Haftschicht abhéngig. Chemisch reduktiv abgeschiedena Nickel-Bor- und
Nickel-Phosphor-Legierungsschichten werden seit vielen Jahren in breitem Umfang zur Herstallung elektrischer und
slektronisrner Bauelements sowie in andaren Gebieten z.B. Korrosionsschutz, Raumfahrt, Automobilindustrie u. a. eingesetzt.
Es wurden Verfahren entwickelt, die es gestatten, chemisch-reduktiv abgeschiedene Nickel-Phosphor-Uberziige mit einem
Phosphorlegierungsanteil von iiber 20% herzustellen. Es ist bekannt, daB Nickel-Phosphor-Legierungen mit 3-5% Phosphor ein
kubisch-flichenzentriertes Gitter haben und solche mit 7% und mehr réntgenamorph sind. Mit steiggndem Phosphorgehalt geht
die Struktur der Legierung von einem amorphfeinkristallinen in einen vollsténdig amorphen Zustand iiber Hiermitverbunden ist
eine starke Anderung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der Nickel-Phosphor-Legierung. Wahrend mit
steigendem Phosphorlegierungsgshalt die Korrosionsbestdndigkeit, Duktilitat und Wiérmeausdehnungskoeffizient zunehmen,
sinkt die elektrische Leitfahigkeit, die Dichte, Harte und Létbarkeit. Durch Verwendung einer Nickel-Phosphor-Legierung mit
einem Phosphorlegierungsgehalt von 6-12% fiir die Haftschicht § werden eine gute Korrosionsbestandigkeit, Létbarkeit und
elektrische Leitfahigkeit erreicht, die die Herstellung und Funktion der Chipleitbriicke erméglicht. Die Karrosionsbestindigkeit ist
von groer Bedeutung, da beim Herstellungs srozeR der Chipleitbriicke zwischen Auftragen der Haftschicht und der
V/eichlotschicht eine Zsitspanne von Stunder. oder Tagen liegen kann, wahrenddessen die Schichten, insbesondere dis
Weichlotlegierungsschicht, aggressiven Medien (z.B. Luft) ausgesetzt sind und so deren Oberfliche korrodiert. Die negativen
Auswirkungen dieses Effekts konnten durch einen Phosphorlegierungsgehalt der Haftschicht von mehr als 12% geringfigig
weiter vermindert werden, jedoch spielt die elektrische Leitféhgikeit der Haftschicht ebenfalls eine groe Rolle, da sie im Bersich
der Beriihrungsfliche mit der Haftlsitschicht und der Waichlotlegierungsschicht als Sperrschicht wirkt, deren Leitfahigkeit
mdglichst groB sein soll. Die Sperrschicht verhindert die Diffusion von Stoffen aus der Weichlotiegierungsschicht in die
Weichlotschicht. Hierdurch wird die Stabilitit der elektrischen und mechanischen Verbindung zwischen Weichlotschicht und
AnschluBfléche garantiert und selbst geringste Verunreinigungen dor Weichlotschicht durch die Waeichlotlegierungsschicht
vermieden. Dies ist insbesondere bei Geriten oder Anlagen, die groBen Belastungen unterworfen sind oder eine hohe
Zuverléssigkeit aufweisen missen, auRerordentlich wichtig. Zum Beispiel sind Geréte, die in Raumfahrzeugen eingesetzt
werden, Dauertemperaturen und/oder Temperaturwechselbelastungen von ~20°C bis +60°C ausgesetzt, in Abhéngigkeit ven
der Position und Lage kdnnen Extremwerte von —60°C bis +160°C auftreten, Damit verbunden sind erkebliche Belastungen
durch Schock, Linearbeschleunigung, Sinus-Vibration und Random-Vibration. Da die Verbindung zwischen Weichlotschichtund
AnschluBfliiche der Leiterplatte den gréBten Belastungen ausgasetzt ist, muB die optimale chemische Zusammensetzung der
Waeichlotschicht exakt eingehalten werden, da bereits diesbeziigliche, geringe Abweichungen zu einer starken Verénderung der
mechanischen Eigenschaften wie Vibrationsfestigkeit, Neigung zu Lotrissigkeit, Versprédung u. a. fikren kénnen,

Im HerstellungsprozeR der Chipleitbrilcke kann ebenfalls sine groBe Zeitspanne von Stunden oder Tagen zwischen dem
Aufbringen der Weichlotlegierungsschicht auf die Haftleitschicht und der Metallisisrung der zu kontaktierenden Bereiche (die
zwei gegeniiberliegenden Stirnseiten und ein Teil der angrenzenden Oberseite) der Weichlotlegierungsschicht liegen,
wihrenddessen die zu kontaktierenden Bersiche dieser Schicht in gewissem MafBe korrodieren und somit die maximal mogliche
Leitfahigkeit der Chipleitbriicke verringert wird. Um dies zu vermeiden und trotz negativer Umgebungseinfliisse wihrend der
Herstellung der Chipleitbriicke {insbesondere beziiglich der Lagerung der Bauelemente zwischen den Beschichtungsprozessen)
eine ausreichende Funktionsfahigkeit der Bauslemente und somit eine hohe Ausbaute und Qualitét zu arméglichen, tiberlappt
die Haftleitschicht die Weichlotlegierungsschicht, so daB sin Teil der Flache der Haftleitschicht direkten Kontakt mit der
Sperrschicht hat. Da die Haftleitschicht aus einer chemisch- reduktiv erzeugten Nickel-Phosphor-Legisrung mit einem
Phosphorlegierungsgehalt von 6-12% bestet, die korrosionsbestandig ist, ist eine gute LeitfaSiakait der Verbindung
Sperrschicht- Haftleitschicht—Weichlotlegisrungsschicht gegeben, die parallel zur Verbindung Spesrschicht-
Weichlotlegierungsschicht liegt und selbst beim Totalausfall latzterer Verbindung die Funktionsfihigkeit der Chipleitbrii ke
sichert. Die elektrische Leitfahigkeit der Haftisitschicht aus einer Nickel-Phosphor-Legierung mit einem
Phosphorlegierungsgehalt von z.B. 10,5% batrégt 1,65-1,1 m/Nmm? und ist somit etwa finf- bis achtmal nied-iger als der Weit
der Weichlotlegierungsschicht, die als Hauptbestandteile sdelmetallfreie Materialien in Form von Zinn und Blei enthilt. Dieser
Faktist jedoch nicht von Nachteil, da dic elektrischen Eigonschaften der Haftleitschicht nur in einem wenige Mikrometer groBen
Bereich in unmittelbarer Umgebung der Beriihrungsfldche mit der von der Sperrschicht bedeckten Stirnseite der
Weichlotlegierungsschicht von Bedeutung sind. Die Haftleitschicht ist 0,8-4um dick. Hierdurch wird eine ausreichende Haftung
aufdem Trégerkérper und sine 6konomische Herstellung (auf Grund der geringen Abscheidegeschwindigkeit chemisch-reduktiv
erzeugter Schichten) in Verbindung mit einer ausreichenden elektrischen Leitféhigkeit in den kritischen Bereichen erméglicht.
Gleiches trifft auch fiir die Haftschicht einschlieBlich der Sperrschicht zu, Der Legisrungsgehalt der Haftschicht und
Haftleitschicht kann so gewahlit werden, daRt er den gleichen Betrag aufweist. Hierdurch ist es méglich, zur Herstellung dieser
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Schichten die gleichen Badder zu verwenden und so deren ékonomische Auslastung zu erreichen. Dies ist von besonderem
Vorteil, wenn man badenkt, daR die Nutzungsdauer chemisch-reduktiv arbeitender Bider nicht nur vom Durchsatz, sondern
auch wesentlich von der Standzeit abh#ingt, die realtiv gering ist. Ist die Gefahr einer starken korrosiven Beanspruchung der z2u
metallisierenden Bereiche der Haftleitschicht im HerstellungsprozeR gegeben, so wird man den Phosphorlegierungsgehalt
dieser Schicht relativ groB wiéhlen (9-12%) und auch die Schichtstarke (2-4 um). Die Schichtstérke der Haftschicht ist abhéngig
vom Auftragsverfahven der Weichlotschicht und deren Zusammensetzung und betrégt 0,8-4 um. Wird besonderer Wert auf eine
sehr gute elektrische Leitféhigkeit der Chipleitbriicke gelegt, betrégt der Phosphorlegierungsgehalt der Haftschicht 6-9% und die
Schichtstirke 0,8-2um.

Ist die Korrosionsbeanspruchung der Haftschicht und/oder Haftleitschicht selativ gering und wird eine besonders gute
elektrische Leitfahigkeit der Chipleitbriicke gefordert, so ist es méglich, fiir diese Schichten chemisch-raduktiv erzeuyte Nickel-
Bor-Legierungen mit einem Borgehalt von 4-6% zu verwenden, die eine etwa um den Faktor 3,5-5 bessere elektrische
Leitfahigkeit als chemisch reduktiv erzeugte Nickel-Phosphor-Legierungen mit einem Phosphorgshalt von 10% aufweisen.

Ist der Legierungsgehalt der Haftleitschicht relativ gering und deren Schichtdicke relativ groR, so ist es vorteilhaft, dad die
Weichlotlegierungsschicht die Haftleitschicht so iiberlappt, daB die Weichlotlegierungsschicht die Oberseite dsr Haftigitschicht
im Bereich der Schmalssiten vollsténdig bedeckt und die Sperrschicht mit der Haftleitschicht nur Giber deren beiden Stirnseiten
und die durch die Sperrschicht zu metallisierenden Bereiche der Lingsschmalseiten der Haftleitschicht direkten Kontakt hat.
Durch diese Gestaltung ist es méglich, Arbeitsschritte im Herstellungsprozes der Chipleitbriicke einzusparen. Der generelle
Vorteil der Verwendung einer Weichlotlegierungsschicht als funktionsbestimmende Schicht der Chipleitbricke, die als
Hauptbestandteile Zinn und Blei enthilt, besteht darin, daB die Weichlotlegierungsschicht eine bessere Leitfihgikeit als z. B. fiir
Chipleitbriicke Gbliche Silber-Palladium-Dickschichtpasten besitzt und zudem in konomisch glinstiger Weise in groBer
Schichtdicke aufgebracht werden kann, wodurch eine sehr gute elektrische Leitfahigkeit der Chipleitbriicke méglich ist.
AuBerdem spielt der um GréRenordnungen geringe Materialpreis eine wesentliche Rolie, um in 6konomischer Weise qualitativ
hachwertige Chipleitbriicken herstellen zu kénnen. Um eine verbasserts Haftfestigkeit der Weichlotlegierungsschicht auf der
Haftleitschicht zu erreichen, ist es vorteilhaft, der Weichlotlegierungsschicht einen geringen Anteil Silber zuzusetzen. Die
Liquidustemperaiur der Weichlotlegierungsschicht ist gleich oder groBer als die der Weichlotschicht. Dies ist mégiich, da zur
Kontaktierung von SMDs auf der Leiterplatte fast ausschlieBlich Létverfahren zur Anwendung kommen, die eine kurze
Verweilzeit der Bauslemente im Létbad bedingen, Dieser Umstand und der Fakt, daB8 die elekirisch isclierenda Schicht ein
schlechter Wirmeleiter ist und die Chipleitbriicke eine groie Wirmekapazitit besitzt, verhindert ein Aufschmelzen der
Waeichlotlegierungsschicht selbst bei gleicher Liquidustemperatur ven Waichlotlegierungsschicht und Weichlotschicht. Die
Dicke der Weichlotlegierungsschicht betragt mindaestens das Fiinffache der Dicke der Haftleitschicht, um sine ausreichende
Leitféhigkeit der Chipleitbriicke zu sichern.

Durch die erfindungsgemaBe Gestaltung der Chipleitbriicke ist es méglich, die Haftleitschicht, die Waeichlotlegierungsschicht
unddie elektrischisolierende Schicht im Substratverband aufzubringen, anschliefend das Substrat in Streifen zu teilen und nach
dem Aufbringen der Haftschicnt und der Weichlotschicht den Mehrfachtrdgerstreifenin einzelne quaderférmige Chipleitbriicken
2u separieren. Hierdurch ist eine 6konomische Herstellung der erfindungsgeméBen quaderférmigen Chipleitbriicke gegeben.

Ausfilhrungsbeispiel

Die Erfindung wird anhand zweier Zeichnungen niiher erléutert.
Es zeigen:

Fig.1: Prinzipdarstellung einer erfindungsgemaBen Chipleitbriicke, die auf eine Leiterplatte aufgeklebt ist (Léngsschnitt)
Fig.2: Draufsicht auf eine Chipleitbriicke gemaB Figur 1

Fig.3: vergréBerte Darstellung des Bereiches der Sperrschicht 51 gemdmB Figur 1

Fig.4: Prinzipdarsteliung der Unterseite der Chipleitbriicke gemaR Figur1.

In Figur 1 wird der prinzipielle Aufbau einer erfindungsgeméRen quaderférmigen Chipleitbriicke im Lingsschnitt gszeigt. Sie
weist einen Aluminiumoxidkeramiktragerkérper 1 mit 96 % Reinheitsgehalt auf, der eine Langs C von 3,0mm, eine Breits F von
1,5mm, eine Dicke G von 0,6 mm und eine Rautiefe von 2-5 im auf, Die Oberssite 12 des Trégerkdrpers 1ist partiell von einer
Haftleitschicht 2 aus einer chemisch-reduktiv erzeugten Nickel-Phosphor-Legierung bedeckt, deren Dicke D, 1,5um betrdgt. Der
Phosphorlegierungsgehalt liegt bei 9%, so daB die Haftleitschicht 2 eine elektrische Leitfahigkeit von 1,5-1,7 m/Qmm? aufwaeist.
Die Oberseite 22 der Haftleitschicht 2 wird partiell von einer Weichlotlegierungsschicht 3 in einer Dicke Dy von 25-30 pm bedeckt
{Figur 3). Die Weichlotlegierungsschicht 3 besteht aus 46 % Blei, §0% Zinn und 4% Silber, die Solidustemperatur betragt 171°C,
die elektrische Leitfahigkeit 7,0m/Qlmm?. Die Oberseite 32 der Weichlotlegierungsschicht 3 wird partiell von einer elektrisch
isolierenden Schicht 4 bedeckt. Auf den beiden einande: gegenilberliegenden Stirnseiten 11 des Trégerkdrpers 1 befindet sich
eine 1pum dicke Haftschicht 5 aus einer chemisch-reduktiv erzeugten Nickelphosphorlegierung mit einem Phosphorgehalt von
9%, deren Leitfdhigkeit 1,5-1,7m/Qmm? betragt (Figur 1 und 2). Die Haftschicht 5 reicht bis auf dis Oberseite 12 des
Tréigerkdrpers 1 herum und bedeckt den zu metallisierenden Bereich 14 der Oberseite 12, dio beidsn Stirnseiten 21 der
Haftleitschicht 2, deren zu metallisierenden Bereich 23 der Léngsschmalseite 24 und deren nicht von der
Weichlotlegierungsschicht 3 bedeckten Bereich der Oberseite 22, die beiden Stirnseiten 31 der Weichlotlegierungsschicht 3,
deren zu metallisierenden Bereich 33 der Langsschmalseite 34 und einen Teil deren Oberseite 32. Die Haftschicht 5 endet an der
Stirnseite der elektrisch isolierenden Schichtd, Die Haftschicht 5 reicht auch bis auf die Unterseite 13 des Tragerkdrpers 1 herum
(Figur 1 und 4). Die Breite B der metallisierten Bereiche 15 der Unterseite betrédgt 0,3mm, deren Linge E 1,2mm. Die
Haftschicht 5 wird von einer Weichlotschicht 6 bedeckt, die 36% Blei, 60% Zinn und 4% Silber enthilt und deren
Solidustemperatur 173°C betrégt. Im Kontaktbereich der Haftschicht 5 mit der Haftleitschicht 2 und der
Weichlotlegierungsschicht 3wirkt diese als Sperrschicht 51. Die Sperrschicht 51 verhindert die Diffusion von Fremdstoffen baw.
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Verunreinigungen, die in der Weichlotlegierungsschicht 3 ineinem geringen Prozentsatz vorhandensind (z. B. Aluminium, Zink,
Cadmium u.a.), in die Waichlotschicht 6, aber auch einen Konzentrationsausgleich zwischen den Hauptbestandtaeilen Blei und
Zinn, wodurch wesentliche Veréinderungen in der dynamischen Festigkeit der Verbindung Weichlotschicht 6 - AnschluBfliiche
71 der Leiterplatte 7 verhindert werden.

Figur 1 zeigt die Schnittdarstellung einer quaderférmigen Chipleitbriicke im aufgeklebten Zustand., Durch den Klebstoff 8 ist die
Chipleitbriicke auf der Leitarplatte 7 fixiert. Durch ein geeignetes Lotveriahren, z.B. Schwalléten, kann eine siabile elektrische
und mechanische Verbindung zwischen der Kontakifliiche 61 der Weici.lotschicht 6 und der AnschluBfldche 71 der Leiterplatie 7
hergestellt werden. Die Leiterplatte 7 weist einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von (4-25) - 107%| °C auf. Durch die
Dimensionierung der Unterseitenmetallisierung 15 ist eine ausreichende mechanische Stabilitét gegen Scherbelastung
gegeben.

Die nichtmetallisiarte Fliche der Unterseite 13 ist so groB, daB zwei Leiterbahnen 72 von 0,3mm Breite und einem Abstand von
0,3mm zueinander unter der Chipleiterbriicke hindurchgefithrt werden kénnen.
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